
УДК 621.328.2 

Сліпокуров В.С., аспірант, 

Інститут фізики напівпровідниківім. В.Є. Лашкарьова  

НАН України 

 

ДОСЛІДЖЕННЯ ЕЛЕКТРОФІЗИЧНИХ ХАРАКТЕРИСТИК КРЕМНІЄВИХ ЛАВИННО-

ПРОЛІТНИХ ДІОДІВ 

 

 У даній роботі представлений сучасний рівень розвитку лавинно-пролітних діодів (ЛПД), розглянуто 

робочі та розрахункові значення таких вихідних параметрів як частота та потужність, які обмежуються 

використаними матеріалами. На рис.1. подані систематизовані типи ЛПД за модифікацією пролітної області 

[1-3].  

 

 

а) діод з асиметричним різким p+-n 

переходом;  

б) діод з симетричним різким p – n 

переходом; 

в) діод Ріда з подвійним прошарком 

бази; 

г) Діод Місави (p-i-n); 

д) діод Ріда;  

е) діод з подвійною лавинною 

областю; 

є) діод Ріда з подвійною прольотною 

областю; 

ж) Діод Ріда з потрійним прошарком 

бази 

з) діод Ріда з подвійною прольотною 

областю; 

и) подвійний діод Ріда 

і) однопрольотні діоди Шоткі 

 

Рис.1. Типи лавинно-пролітних діодів: 

 

На рис.2. показані експериментально досягнуті результати вимірювання потужності і частоти для ЛПД 

на основі Si, GaAs, 4H-SiC. Представлений також аналіз структури сучасних ЛПД і показано, що її вибір 

доцільний залежно від спеціалізації приладу ( максимізація потужності, частоти, ккд ) [4,5]. 

Для виготовлення ЛПД найбільш використовують матеріали Si, GaAs. Як перспективні розглядаються 

InP та GaN, передбачається можливість роботи на максимально можливих високих потужностях. На рис.3. 

показані розрахункові параметри ЛПД на основі вищезазначених матеріалів, для порівняння з вже 

досягнутими результатами (безперервний режим роботи). Варто зазначити, розрахункова залежність вказує 

на переважну більшість результатів в діапазоні ~0,1-1 Вт при ~100 ГГц, тоді як експериментальні результати 

свідчать про деякий «зсув» в напрямку підвищення частоти при зниження вихідної потужності. 

 
Рис.1. Залежность Pmax(f) ЛПД (експеримент) 
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Рис.2. Залежность Pmax(f) ЛПД (розрахунок) 

 

Висновки. Сьогодні конструювання ЛПД на основі кремнію дає можливість отримати високі вихідні 

параметри[6]. Перспективними в такому значенні є також діоди на основі матеріалів групи А3B5, а 

саме на основі GaAs, результати якого трішки нижчі ніж в кремнієвих діодах, але лишаються досить 

високими.  
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